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１．概要（Summary） 

全塗布型・高精細TFT アレイの作製へ向け、高精細な

印刷電極と塗布型半導体層を組み合わせたプロトタイプ

デバイスを作製し、その安定駆動を目指した。シリコンウ

エハ上にポリマー絶縁層および印刷銀電極を作製し、そ

の上にポリマー有機半導体層を塗布製膜することで、有

機薄膜トランジスタを構築した。得られた塗布型デバイス

の電気特性を調べることで、安定駆動に必要な良好な界

面状態の知見を得た。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
ブレードダイサー DAD3650 
【実験方法】 

ブレードダイサーを使用して酸化膜付きシリコン基板を

切削し、ゲート電極・ゲート絶縁層を有する薄膜トランジス

タの基材として用いた（Fig. 1 (a)）。さらにその上にポリマ

ー絶縁層・印刷銀電極・ポリマー半導体層を塗布した塗

布型の有機薄膜トランジスタを構築し、そのデバイス性能

を評価した。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
Fig. 1 (a)に示す構造の有機薄膜トランジスタのキャリ

ア輸送特性を窒素雰囲気下で測定した。高撥水性のポリ

マー絶縁層をシリコン酸化膜上に構築し、有機半導体層

との界面とすることで、急峻なスイッチング（約 100 
mV/dec）、ヒステリシスの抑制、0 V での立ち上がりという

低電圧での安定駆動を得た（Fig. 1 (b)）。 
高撥水性のポリマー絶縁層を用いずに作製した有機

薄膜トランジスタとキャリア輸送特性を比較することで、絶

縁層を撥水性にすることが、キャリアを補足する要因とな

る絶縁膜表面の極性分子の影響を低減する上で非常に

有用であり、有機薄膜トランジスタの低電圧・安定駆動の

鍵となることを明らかにした。 

４．その他・特記事項（Others） 
なし。 
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Fig. 1 (a) Schematic representation of the device 
structure. (b) Typical transfer characteristics of 

the printed organic TFT. 


